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les photoc

Quatre photocoupleurs en enveloppe plas-
tique viennent s’ajouter aux types déja
existants en enveloppe métallique. L’outil
de production industrielle nécessaire a la
satisfaction des besoins croissants du mar-
ché est maintenant en place.

Le vocable photocoupleur désigne I’asso-
ciation d’une diode électroluminescente et
d’'un récepteur (photodiode ou phototran-
sistor) disposés dans une méme enveloppe
afin d’obtenir un couplage optique et un
découplage galvanique.

Six types de photocoupleurs, dont le
récepteur est constitué par un phototran-
sistor, sont actuellement au programme
MBLE :

Deux types en enveloppe métallique :
TO 12:
— le CNY 44 et le CNY 46 qui ne dif-
férent que par leur brochage.
Quatre types en enveloppe plastique :
— le CNY 22 et le CNY 23
(5 broches - base du transistor sortie)
— le CNY 42 et le CNY 43
(4 broches - base non sortie)

On voit dans le tableau de leurs caracté-
ristiques que ces photocoupleurs sont
caractérisés par :

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

T T LT T S TS Y

— une tension de test élevée : Tension de test Transfert Transfert
(1500 & 4000 V créte) Type inorme UTEN | Viekg.- |-, .
— un transfert élevé (supérieur a 25 ou By, 3Vcg=04V aVeg =5V
50 % a VCE = 0,4 V et a faible niveau
de courant d’entrée: 8 a 10 mA). AR o I 10mA I 10 mA
Ces photocoupleurs assurent un couplage Y 44 et 1500V 50V s
A . > A Ict
sans interface de deux logiques TTL avec c> 3m EHE  BmA
un isolement compatible avec les ambian-
ces industrielles fréquemment rencontrées. | IF 8mA I 8 mA
On se trouve donc en présence de pro- ERY 22 B 1 4 GooH 50V B Pk | e Amb
duits qui remplissent une fonction assu-
rée ‘jusqu’ici de fagon plus complexe et, | R ' 8
trés souvent, beaucoup plus encombrante : ~ F m F mA
2 Z s X 3 30V
cest ce qu’illustrent les schémas d’appli- ERN B et ao 2 800\_/ Ic> 4mA Ictyp  8mA
cations. '
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” Schéma 1 : Liaison de deux portes TTL td 3,5ps
par un photocoupleur CNY 44. tr 2 ps
tq 0,6 ps ts Zps
ts 0,3ps
tr 0,6pus
ts 8 ps Fmax | 125kHz
tf 1.3ps , -
Schéma 2 : Liaison de deux portes TTL
Frma 90 kHz par un photocoupleur CNY 44 : rapidité :
max . accrue. :
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_.l_‘_l Tranfert 30 [Fansfert 1G%
J-10ps—l< tg 2,5ps 0,4pus
tr 1,2 s 0,1us
tg 0,7 us 3 ps
ts 0,2 us 0,2us
Schéma 3 : Liaison TTL-TTL par un pho- Schéma 4 : Liaison TTL-TTL par un pho-
tocoupleur CNY 44 utilisant des éléments tocoupleur CNY 44 utilisant des éléments
discrets afin d’augmenter la rapidité et discrets-fréquence 500 kHz pour
la sortance. Rc = 12k Qetrtel que td = ts.
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BAX 12
CNY 42
CNY 22 Schéma 5 : Photorelais 12 mA - 1,5 V
utilisant un photocoupleur CNY 22 ou
P 42.
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Schémas 6a et 6b: Commande de diodes
électroluminescentes de photocoupleurs a
courant constant.
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Line| Schéma 7 : Application du schéma 6b i
24V 1,8kQ = 0,5pF o ’attaque de la diode d’un photocoupleur
100m I interposé sur une ligne fortement pertur-
(o : o B 4 bée.
4700 BZX 79 C12




